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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構，包括：
一通道結構，位於一基板上；及

一磊晶結構，位於該基板上且與該通道結構相鄰，其中該磊晶結構包括：

一第一磊晶層，位於該通道結構的多個側壁上，其中該第一磊晶層包括一摻雜物的一團

簇，該摻雜物的該團簇沿著該通道結構的一方向延伸；

一第二磊晶層，位於該第一磊晶層上；及

一額外磊晶層，位於該第一磊晶層與該基板之間，其中該第一磊晶層中的一鍺濃度大於

該額外磊晶層中的一鍺濃度且小於該第二磊晶層中的一鍺濃度。

2.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該團簇中的該摻雜物的一第一濃度大於該第一磊晶
層中的該摻雜物的一第二濃度。

3.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該第一磊晶層更包括該摻雜物的一額外團簇，沿著
該第一磊晶層與該第二磊晶層之間的一介面延伸。

4.　如請求項 1所述之半導體結構，進一步包括延伸至該磊晶結構中的一接觸結構，其中該
團簇與該接觸結構接觸。

5.　如請求項 1所述之半導體結構，進一步包括該通道結構與該磊晶結構之間的一內部間隔
物。

6.　一種半導體裝置，包括：
第一通道結構及第二通道結構，位於一基板上；及

一源極/汲極結構，位於該第一通道結構與該第二通道結構之間，其中該源極/汲極結構包
括：

一第一磊晶層，位於該第一通道結構及該第二通道結構的多個側壁上，其中該第一磊晶

層包括自該第一通道結構朝向該第二通道結構延伸的一摻雜物的一第一團簇；及
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一第二磊晶層，位於該第一磊晶層上；及

一額外磊晶層，位於該第一磊晶層與該基板之間，其中該第一磊晶層中的一鍺濃度大於

該額外磊晶層中的一鍺濃度且小於該第二磊晶層中的一鍺濃度。

7.　如請求項 6所述之半導體裝置，其中該第一團簇中的該摻雜物的一第一濃度大於該第一
磊晶層中的該摻雜物的一第二濃度。

8.　如請求項 6所述之半導體裝置，其中該第一磊晶層更包括該摻雜物的一第二團簇，位於
該第一磊晶層及該第二磊晶層的一介面，且其中該第一團簇中的該摻雜物的一第一濃度

大於該第二團簇中的該摻雜物的一第二濃度。

9.　一種形成半導體裝置之方法，包括：
在一基板上形成一通道結構；

在該基板及該通道結構的多個側壁上形成一第一磊晶層，其中該第一磊晶層包括一摻雜

物的一團簇，沿著該通道結構的一方向延伸；

在該第一磊晶層上形成一第二磊晶層；及

在形成該第一磊晶層之前，形成一額外磊晶層，其中在形成該第一磊晶層後，該額外磊

晶層會位於該第一磊晶層與該基板之間，其中該第一磊晶層中的一鍺濃度大於該額外磊

晶層中的一鍺濃度且小於該第二磊晶層中的一鍺濃度。

10.   如請求項 9所述之方法，更包括：形成一接觸結構，其中該團簇與該接觸結構接觸。
圖式簡單說明

在結合隨附圖式閱讀以下詳細描述時可最佳地理解本揭露的各個態樣。

第 1圖繪示根據一些實施例的具有帶摻雜物團簇的源極/汲極結構的半導體裝置的等角視圖。
第 2A圖及第 2B圖繪示根據一些實施例的具有帶摻雜物團簇的源極/汲極結構的半導體裝置
的剖面圖。

第 3圖繪示根據一些實施例的具有帶水平及傾斜摻雜物團簇的源極/汲極結構的半導體裝置的
剖面圖。

第 4A圖至第 4D圖繪示根據一些實施例的源極/汲極結構中的摻雜物團簇的各種形狀。
第 5A圖至第 5C圖繪示根據一些實施例的半導體裝置中的通道結構的各種形狀。
第 6圖係根據一些實施例的用於製造具有帶摻雜物團簇的源極/汲極結構的半導體裝置的方法
的流程圖。

第 7圖至第 22B圖繪示根據一些實施例的具有帶摻雜物團簇的源極/汲極結構的半導體裝置在
其各個製造階段的等角視圖及剖面圖。

現將參考隨附圖式描述說明性實施例。在圖式中，相同元件符號通常指示相同的、功能類似

的及/或結構類似的元件。
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